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บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

การประมวลสัญญาณอนาลอกในปจจุบัน วงจรกรองความถี่ไดถูกออกแบบและพัฒนากัน
มาอยางตอเนื่องสําหรับการทํางานในรูปแบบกระแสและเปนที่ทราบกันดีวามีขอดีกวาวงจรกรอง
ความถี่ที่ทํางานในรูปแบบแรงดัน ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมได
วิวัฒนาการไปอยางรวดเร็วและเทคโนโลยีที่จําเปนสวนหนึ่ง คือ เทคโนโลยีของการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกสที่ไดมีการพัฒนาตามไปดวยอยางรวดเร็ว ทั้งระบบดิจิตอล (Digital) และระบบ
อนาลอก (Analog)  โดยในหัวขอวิจัยไดกลาวถึงสวนของอนาลอกเทานั้น วงจรดานอนาลอกจะ
ประกอบดวยอุปกรณแบบแอคทีฟและแบบแพสซีฟหรือทั้งสองแบบ ซ่ึงถาเปนอุปกรณแบบแอค
ทีฟสวนใหญจะใชทรานซิสเตอรหรือมอสทรานซิสเตอรในการออกแบบเปนหลัก จากการ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันสวนใหญมักนิยมใชทรานซิสเตอรที่เปนชนิดมอสเฟท 
(MOSFET : Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) มาแทนทรานซิสเตอรชนิด
ไบโพลาร (BJT) สาเหตุเพราะทรานซิสเตอรมอสเฟท มีขอดีกวาหลายอยาง เชน  การสูญเสียกําลัง
งานต่ํากวา มีคาของอินพุทอิมพีแดนซสูงกวาและสามารถทํางานไดดีขณะที่ใชแรงดันไฟเลี้ยงต่ํา ซ่ึง
จะทําใหเกิดความรอนนอยกวา จึงเนนไปในดานของการทําเปนวงจรรวม (IC: Integrated Circuit) 
ที่โดยใชเทคโนโลยีซีมอส ซ่ึงกําลังเปนที่นิยมกันอยางมากในปจจุบันดวยเทคโนโลยี (VLSI : Very 
Large Scale Integration) ที่ใชในการออกแบบวงจรรวม  จะทําใหขนาดของชิฟ (Chip) ที่ไดมีขนาด
เล็กลงอยางมากและมีการทํางานที่รวดเร็วข้ึน 

หัวขอวิจัยนี้เปน การวิเคราะหและออกแบบวงจรกรองความถี่หลายหนาที่รูปแบบกระแส
ชนิดสามอินพุทหนึ่งเอาทพุทที่ใชโครงสรางดิฟเฟอเรนชิเอเตอร สามารถปรับคาตัวประกอบ
คุณภาพไดอยางเปนอิสระทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนวงจรที่มีประโยชนมากวงจรหนึ่งทาง ดานการ
ประมวลสัญญาณทางอนาลอกและไดมีการนําไปใชงานอยางกวางขวางในหลายสาขาทั้งทางดาน
โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส โดยวงจรทั้งหมดจะมีโครงสรางที่ไมซับซอนและถูกออกแบบดวย
เทคโนโลยีซีมอส ซ่ึงจะกลาวถึงตอไป 
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1.2 ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย 
 

หัวขอวิจัยนี้มุงหวังเพื่อศึกษา การวิเคราะห และออกแบบวงจรกรองความถี่หลายหนาที่
รูปแบบกระแสชนิดสามอินพุทหนึ่งเอาทพุทที่ใชโครงสรางดิฟเฟอเรนชิเอเตอร       สามารถปรับ
คาตัวประกอบคุณภาพไดอยางเปนอิสระทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงอาศัยสมการตั้งตนของวงจรกรอง
ความถี่ต่ําผาน (LPF: Low-Pass Filter) มาทําการวิเคราะห ออกแบบ โดยใชหลักการของฟงกชัน
การถายโอนแบบไบควอตเดรติก (Biquadratic)  เมื่อทําการออกแบบใหทรานซิสเตอรทํางานเปน
วงจรยอย ๆ ที่มีลักษณะเปนวงจรดิฟเฟอเรนชิเอเตอร (Differentiator) ซ่ึงในการทํางานของวงจรจะ
มีลักษณะคลายกันกับวงจรกรองความถี่สูงผาน โดยจะมีผลทําใหคาอัตราการขยายของวงจรมากขึ้น
ในยานความถี่สูง เพื่อชดเชยกับการตอบสนองทางความถี่ของอุปกรณแอกทีฟในวงจร ถามีการ
นํามาสรางเปนวงจรกรองความถี่ จะทําใหคาอัตราการขยายของวงจรมีความเสถียร (Stable) มากขึ้น
ในยานความถี่สูง เพื่อเปนการชดเชยใหกับแบนดวิดทของอุปกรณแอกทีฟในวงจร วงจรทั้งหมดที่
นําเสนอในการวิจัยมีโครงสรางไมซับซอนและยุงยาก โดยคุณสมบัติทั้งหมดของวงจรสามารถ
ยืนยันการทํางานไดเปนอยางดีดวยโปรแกรม PSpice 

 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 

 ในอดีตยุคแรก ๆ วงจรกรองความถี่อันดับสองแบบแอกทีฟที่มีอินพุทอิมพีแดนซสูงเปน
วงจร ที่ไดรับความสนใจ เนื่องจากวงจรสามารถตอแบบคาสเคดเพื่อสรางเปนวงจรกรองความถี่ที่มี
อันดับสูงไดงาย [1] ในขณะเดียวกันวงจรกรองความถี่ที่ใชตัวเก็บประจุแบบตอกราวดเปนวงจรที่
เหมาะสมกับการนําไปสรางเปนวงจรรวม [2]    วงจรกรองความถี่ในรูปแบบแรงดันที่ใชวงจรโอที
เอเปนอุปกรณพื้นฐานถูกนําเสนอในวารสารตาง ๆ เร่ิมตนจาก การนําเสนอวงจรกรองความถี่โดย
ใชวงจรโอทีเอแปดวงจรและตัวเก็บประจุแบบตอกราวดสองตัว [3]  การนําเสนอวงจรกรองความถี่
ที่ใชวงจรโอทีเอหกวงจรและตัวเก็บประจุแบบตอกราวดสองตัว แตวงจรที่นําเสนอนี้สามารถสราง
วงจรกรองความถี่ไดเพียงหนึ่งเอาทพุทที่ตองการเงื่อนไขการเขาคูกันของอุปกรณ  ไวสําหรับสราง
การตอบสนองความถี่ของวงจรกรองความถี่ [4-5] โดยที่การนําเสนอวงจรกรองความถี่ที่ให
เอาทพุทสามชนิดไดในวงจรเดียวกัน แตอยางไรก็ตามทั้งสองวงจรไดใชตัวเก็บประจุสําหรับผาน
สัญญาณ ซ่ึงทําใหตัวเก็บประจุตัวนั้นกลายเปนตัวเก็บประจุแบบลอยตัว จึงไมเหมาะกับการตอใช
งานแบบคาสเคด [6-7]  ทําใหเกิดความยุงยากในการนําไปผลิตเปนวงจรรวม (Integrated Circuits) 
เชนกัน 
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 การแกปญหาขางตนในหัวขอวิจัยนี้ไดมีการนําเสนอ วงจรกรองความถี่หลายหนาที่
รูปแบบกระแสใชโครงสรางของวงจรดิฟเฟอเรนชิเอเตอรแบบไมสูญเสีย (Lossless Differentiator) 
โดยมีโอทีเอและตัวเก็บประจุแบบตอลงกราวดเปนอุปกรณหลัก เพื่อนํามาสรางเปนวงจรกรอง
ความถี่หลายหนาที่รูปแบบกระแสที่ปรับคาตัวประกอบคุณภาพดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ได
อยางเปนอิสระจากคา ความถี่ตอบสนอง มีคาความไวต่ํา อีกทั้งยังใหคุณสมบัติของวงจรกรอง
ความถี่ไดอยางครบถวนภายในวงจรเดียวกัน หลักการที่นํามาสรางวงจรประมวลสัญญาณอนาลอก
สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ สามารถที่จะนําไปสรางเปนวงจรรวมในอนาคตได โดยวงจรทั้งหมดไดมี
การออกแบบโดยใชเทคโนโลยีซีมอส 
 
1.4 ทฤษฎีหรือแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

 ฟงกชันการถายโอนแบบไบควอตเดรติก เปนหลักการที่นิยมใชกันอยางกวางขวางโดย
นํามาวิเคราะหออกแบบเปนวงจรกรองความถี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ จากหลักการที่กลาวมาไดมี
การนํามาสรางเปนวงจรกรองความถี่หลายรูปแบบโดยสวนใหญใชโครงสรางของวงจรอินทีเกร
เตอร (Integrator) เปนหลัก แตในการวิจัยนี้จะใชโครงสรางของวงจรดิฟเฟอเรนชิเอเตอรแบบไม
สูญเสียเปนหลัก ซ่ึงจะมีการทํางานของวงจรในลักษณะเดียวกับวงจรกรองความถี่สูงผาน โดยมีผล
ทําใหคาอัตราการขยายของวงจรมากขึ้นในยานความถี่สูง เพื่อชดเชยการตอบสนองทางความถี่ของ
อุปกรณแอกทีฟในวงจรและถามีการนํามาสรางเปนวงจรกรองความถี่ ซ่ึงจะทําใหคาอัตราการขยาย
ของวงจรมีความเสถียรมากขึ้นในยานความถี่สูง เพื่อชดเชยใหกับแบนดวิดทของอุปกรณแอกทฟีใน
วงจร ซ่ึงวงจรที่นําเสนอใชสมการของวงจรกรองความถี่ต่ําผาน (Low-Pass Filter) มาเปนสมการตั้ง
ตน เพื่อใหไดโครงสรางที่สามารถสังเคราะหเปนวงจรกรองความถี่ที่ไดจากวงจรดิฟเฟอเรนชิเอ
เตอร โดยการวิเคราะหจากการทํางานของโอทีเอ (Operational Transconductance Amplifier: OTA) 
และตัวเก็บประจุแบบตอลงกราวนดเปนอุปกรณที่นํามาสรางในการวิจัยนี้ซ่ึงจะมีการปรับคาไดทาง
อิเล็กทรอนิกสอยู 2 ชนิด ไดแก คาความถี่ตอบสนอง (ωP) และคาตัวประกอบคุณภาพ (QP) ที่มี
ความเปนอิสระตอกัน    โดยในหัวขอการวิจัยนี้ไดแสดงผลของการจําลองการทํางานโดยใช PSpice 
เพื่อเปรียบเทียบวิธีการที่นําเสนอกับวิธีการแบบเดิม 
 
1.5 การเปรียบเทียบระหวางวิธีการที่นําเสนอกับวิธีการแบบพื้นฐาน 
 

 วงจรกรองความถี่หลายหนาที่รูปแบบกระแสที่นําเสนอ ตามหลักการเดิมโดยสวนใหญจะ
ใชโครงสรางของวงจรอินทีเกรเตอร(Integrator) ที่อาจจะออกแบบมาจากวงจรขยายความนํา 



 4 

(Operational Transconductance Amplifier: OTA) ออกแบบจากวงจรสายพานกระแสควบคุมดวย
กระแส (Second Generations Current Controlled Current Conveyors: CCCCII) หรือ ออกแบบจาก
วงจรอินพุทกระแสแตกตาง (Current Differencing Transconductance Amplifier: CDTA) เปนตน 
แตจะมีการทํางานในลักษณะเดียวกันกับวงจรกรองความถี่ต่ําผาน ถามีการนํามาสรางเปนวงจร
กรองความถี่จะทําใหคาอัตราการขยายของวงจรลดลงในยานความถี่สูงดวย รวมไปถึงคาแบนดวิดท
ของอุปกรณแอกทีฟในวงจร ซ่ึงมีคุณสมบัติคลายกับวงจรกรองความถี่ต่ําผานทําใหคาอัตราการ
ขยายของวงจรมักไมเสถียร (Unstable) ในยานความถี่สูง แตวงจรที่นําเสนอในงานวิจัยนี้อาศัย
โครงสรางของวงจรดิฟเฟอเรนชิเอเตอร (Differentiator) เปนหลัก ซ่ึงจะมีการทํางานของวงจรใน
ลักษณะเดียวกันกับวงจรกรองความถี่สูงผานมีผลทําใหคาอัตราการขยายของวงจรมากขึ้นในยาน
ความถี่สูงเพื่อชดเชยการตอบสนองทางความถี่ของอุปกรณแอกทีฟในวงจร ถามีการนํามาสรางเปน
วงจรกรองความถี่ จะทําใหคาอัตราการขยายของวงจรมีความเสถียร (Stable) มากขึ้นในยานความถี่
สูง เพื่อชดเชยใหกับแบนดวิดทของอุปกรณแอกทีฟในวงจร 

ดังนั้นหัวขอวิจัยนี้นําเสนอ  วงจรกรองความถี่หลายหนาที่ ที่ใชโครงสรางของวงจรดิฟ
เฟอเรนชิเอเตอรแบบไมสูญเสีย (Lossless Differentiator) ซ่ึงมี OTAs และตัวเก็บประจุแบบตอลง
กราวดเปนอุปกรณหลัก เพื่อนํามาสรางเปนวงจรกรองความถี่หลายหนาที่รูปแบบกระแสชนิดหลาย
อินพุทหนึ่งเอาทพุท (MISO: Multiple Input Single Output) ที่สามารถปรับคาตัวประกอบคุณภาพ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดอยางเปนอิสระจากคาความถี่ตอบสนอง โดยมีคาความไวคอนขาง
ต่ํา อีกทั้งยังใหคุณสมบัติของวงจรกรองความถี่รูปแบบตาง ๆ ไดอยางครบถวน จากการกําหนด
ฟงกชันการถายโอนทั้งหารูปแบบภายในวงจรเดียวกัน หลักการที่นํามาสรางวงจรประมวลสัญญาณ
อนาลอกสําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ สามารถที่จะนําไปสรางเปนวงจรรวมในอนาคตไดซ่ึงวงจร
ทั้งหมดไดมีการออกแบบโดยใชเทคโนโลยีซีมอส 

 
1.6 ขอบเขตของการวิจัย 
 

  1.6.1 เพื่อวิเคราะหและออกแบบ วงจรกรองความถี่หลายหนาที่รูปแบบกระแสชนิดสาม
อินพุทหนึ่งเอาทพุทที่ใชโครงสรางดิฟเฟอเรนชิเอเตอรสามารถปรับคาตัวประกอบคุณภาพไดอยาง
เปนอิสระทางอิเล็กทรอนิกส ตามหลักการที่นําเสนอ 

1.6.2 เพื่อจําลองผลดวยการเลียนแบบการทํางานของวงจรที่ออกแบบขึ้นโดยใช
โปรแกรม PSpice เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธกับหลักการทางทฤษฎี 
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1.7 ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย 
 

1.7.1 ศึกษาฟงกชันการถายโอนแบบไบควอตเดรติก ที่ใชในการวิเคราะหสมการตั้งตน
จากวงจรกรองความถี่ต่ําผานที่อาศัยหลักการของวงจรดิฟเฟอเรนชิเอเตอรที่นํามาสังเคราะหเปน
วงจรกรองความถี่หลายหนาที่รูปแบบกระแสที่นําเสนอ 

1.7.2 วิเคราะหและออกแบบวงจรโอทีเอหลายเอาทพุทแบบซีมอส (CMOS MO-OTA: 
CMOS Multiple Output Operational Transconductance Amplifier) 

1.7.3 วิเคราะหและออกแบบวงจรยอย ที่จะนํามาเปนโครงสรางของวงจรกรองความถี่
หลายหนาที่รูปแบบกระแสที่นําเสนอจากวงจร (CMOS MO-OTA) 

1.7.4 วิเคราะหและออกแบบ วงจรกรองความถี่หลายหนาที่รูปแบบกระแสชนิดสาม
อินพุทหนึ่งเอาทพุทที่ใชโครงสรางดิฟเฟอเรนชิเอเตอรสามารถปรับคาตัวประกอบคุณภาพไดอยาง
เปนอิสระทางอิเล็กทรอนิกส ตามแนวคิดและหลักการของโครงการที่นําเสนอ 

1.7.5 ทดลองและทดสอบ การวิเคราะหผลการเลียนแบบการทํางานของวงจรกรอง
ความถี่หลายหนาที่รูปแบบกระแสชนิดสามอินพุทหนึ่งเอาทพุทที่ใชโครงสรางดิฟเฟอเรนชิเอเตอร
สามารถปรับคาตัวประกอบคุณภาพไดอยางเปนอิสระทางอิเล็กทรอนิกส ดวยโปรแกรม PSpice 
และเปรียบเทียบกับแนวคิดและหลักการในทางทฤษฎี 
 
1.8 นิยามตัวยอคําศัพทเฉพาะ 
 

G     หมายถึง   ขั้วเกท (Gate) ของมอสทรานซิสเตอร 
D      หมายถึง   ขั้วเดรน (Drain) ของมอสทรานซิสเตอร 
S      หมายถึง        ขั้วซอส (Source) ของมอสทรานซิสเตอร 

  W      หมายถึง        ระยะหางระหวางขั้วเดรนและขั้วซอสเปนความ 
กวางของมอสทรานซิสเตอร (W: Channel 
Width) 

   L      หมายถึง         ระยะหางระหวางขั้วเดรนและขั้วซอสเปนความ 
     ยาวของมอสทรานซิสเตอร (L: Channel 
      Length) 

VDD      หมายถึง         แรงดันไฟเลี้ยงบวกสําหรับวงจร 
VSS      หมายถึง         แรงดันไฟเลี้ยงลบสําหรับวงจร 
CMOS    หมายถึง       คอมพรีเมนททารี MOS 
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MO-OTA    หมายถึง       วงจรขยายความนําชนิดหลายเอาทพุท 
Universal Filter   หมายถึง    ตัวกรองความถี่หลายหนาที ่
ωP     หมายถึง       คาความถี่ตอบสนอง 
QP     หมายถึง        คาตัวประกอบคุณภาพ 
Non- Saturation   หมายถึง   ชวงการนํากระแสไมอ่ิมตวั 

 PSpice    หมายถึง       โปรแกรมเลียนแบบการทํางานสําหรับวงจร 
     อิเล็กทรอนิกสและวงจรไฟฟา 

Model    หมายถึง        แบบจําลอง ที่ใชอางอิงเปนสมการตาง ๆ 
 
1.9 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 
 

1.9.1 เพื่อตีพิมพ เผยแพร ผลงานวิจัยและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยตนสังกัด 
1.9.2 ไดวงจรกรองความถี่หลายหนาที่รูปแบบกระแสชนิดสามอินพุทหนึ่งเอาทพุทที่ใช

โครงสรางดิฟเฟอเรนชิเอเตอรสามารถปรับคาตัวประกอบคุณภาพไดอยางเปนอิสระทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่มีการทํางานที่เสถียรในยานความถี่สูง โดยใชแรงดันไฟเลี้ยงต่ําและใชกําลังงาน
นอย 

1.9.3 เพื่อพัฒนาเทคนิคความรูใหมทางดานวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมการวิจัย
ใหมากขึ้น 

1.9.4 สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตตอยอด โดยการออกแบบและสรางเปนวงจร
รวมในอนาคตไดงายขึ้น 

  


